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Historia: Historia: 1992 1992 –– Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Warszawski
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1999 1999 –– Firma AMMONO Firma AMMONO -- pierwsza lokalizacjapierwsza lokalizacja
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2000 2000 –– AMMONO Sp. z o.o. AMMONO Sp. z o.o. –– druga lokalizacjadruga lokalizacja
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2003 2003 –– AMMONO Sp. z o.o. AMMONO Sp. z o.o. –– druga lokalizacjadruga lokalizacja
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2006 2006 –– AMMONO AMMONO –– trzecia (obecna) lokalizacjatrzecia (obecna) lokalizacja
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LokalizacjaLokalizacja
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The Crystal That Will Change Everything

A little Polish company you've never heard of is be ating the tech titans in a key 
technology of the 21st century

By Richard Stevenson / IEEE Spectrum, July 2010
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Obszar działaniaObszar działania

� Biznes
◦ Elektronika
� Optoelektronika

� Podzespoły przetwarzające energię el. na światło (LD, LED) 
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Kryształy półprzewodnikoweKryształy półprzewodnikowe

� Podzespoły przetwarzające energię el. na światło (LD, LED) 
� Materiały do wytwarzania podzespołów



LED (LED (LightLight Emitting DiodeEmitting Diode))  

źródłoźródło

plastikplastik

LED (LED (LightLight Emitting DiodeEmitting Diode))  

LED LED -- źródłoźródło
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ZastosowaniaZastosowania LED LED -- powszechnepowszechne
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Zastosowania LED Zastosowania LED -- architekturaarchitektura
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Zastosowania LED Zastosowania LED –– wielki formatwielki format
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Lasery półprzewodnikoweLasery półprzewodnikowe
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Tranzystory HEMTTranzystory HEMT
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Metoda AMMONOtermalnaMetoda AMMONOtermalna

GaN polikrystaliczny
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Metoda AMMONOtermalnaMetoda AMMONOtermalna

GaN polikrystaliczny
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Produkcja syntetycznego kwarcuProdukcja syntetycznego kwarcu
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Produkty Produkty –– kryształy GaNkryształy GaN
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PodłoŜa  GaN PodłoŜa  GaN –– 11--cal i cal i 11..55--calcal
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Zarodek 2Zarodek 2--calowycalowy
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PodłoŜe niepolarne (zielona optoelektronika)PodłoŜe niepolarne (zielona optoelektronika)  
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Pomiar HRTEMPomiar HRTEM
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AMMONOAMMONO--GaNGaNHVPEHVPE--GaNGaN

CL (420 nm) DIC microscopy  

Gęstość dyslokacjiGęstość dyslokacji
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64 x 64 µm

DSD = 3 x 106 /cm2 EPD = 5 x 103 /cm2
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Promień krzywizny sieci krystalicznejPromień krzywizny sieci krystalicznej
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Struktura LED Struktura LED na na AMMONOAMMONO--GaNGaN

Department of Micro and Nanosciences
Aalto University School of Science and Technology
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LED na LED na AMMONOAMMONO--GaNGaN
Department of Micro and Nanosciences
Aalto University School of Science and Technology

Nanotechnologia-PL, 14.09.2010



LD na AMMONOLD na AMMONO--GaNGaN
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LD na AMMONOLD na AMMONO--GaNGaN
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Dalsze perspektywyDalsze perspektywy

� Produkcja podłoŜy o coraz większej średnicy i róŜnej
orientacji

� Badania nad przyrządami elektronicznymi i
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� Badania nad przyrządami elektronicznymi i
optoelektronicznymi (np. tranzystorami HEMT do
stacji bazowych telefonii komórkowej nowych
generacji, niebieskie i zielone lasery) 

� MoŜliwość realizacji zupełnie nowych projektów


